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はじめに：我々は、ドライエッチングよりもダメージが少ない光電気化学エッチングに注目し、

自立 GaN 基板を用いて、平坦なエッチング表面を実現した[1]。前回、KOH(0.01 M) : K2S2O8(0.05M) 

= 1 : 1の電解液を用いてコンタクトレス光電気化学エッチングした n形 GaNのショットキー特性

を評価したところ、エッチングにより障壁高さ(qB)が低下したことが分かった[2]。今回、３種類

の異なる電解液を用いて実験を行った。エッチング法による特性変化のメカニズムの違いを明ら

かにするために、エッチング面積の異なる電極に対して I-V, C-V, Photoresponse(PR)の 3種類の異

なる測定から qBを求めた。 

実験条件：n形自立 GaN基板上に 10 m厚の n-GaN (Si : 1.0×1016 

cm3)を MOCVD 法により成長した(図 1)。SiO2でマスクパターン

を形成し、選択的にコンタクトレス光電気化学エッチングを行っ

た。電解液は、(A)KOH(0.01 M) : K2S2O8(0.05M) = 1 : 1、(B)H3PO4(0.1 

M) : K2S2O8(0.05 M) = 1 : 1、(C)K2S2O8(0.025 M)の 3種類で、いずれ

も3.8 mW/cm2のUVC光を照射してエッチングを行った。その後、

SiO2マスクを除去し、電子ビーム蒸着法で 50/100 nm 厚の Au/Ni

ショットキー電極を形成した(図 1)。 

結果と考察：図 2に I-V、C-V、 PR測定から求めた qBと電極内の全面積に対するエッチングさ
れた面積の割合との相関を電解液ごとに示す。電解液(A), (C)を用いたサンプルではいずれの測定
法でもエッチング面積に比例して、qB が低下する傾向がみられた。一方、電解液(B)では qB が
上昇した。全面をエッチングした場合の典型的な qB の変化量は(A)で~ 0.14 eV(C-V), (B)で~ 

+0.09 eV(C-V), (C)で~ 0.17 eV(C-V)であった。 

同様な実験を ICP 又は中性ビームエッチングで行った結果では、I-V 特性において qBの変化量
は ICP エッチングの場合0.32 eV, 中性ビームエッチングの場合0.20 eVであった[3][4]。今回の光
電気化学エッチングによるショットキー特性への影響はドライエッチング法よりも小さいことが
判った。しかし、電解液の種類によって qBの変化の傾向が違うことから、電解液は GaN 表面の
構造、組織に影響を及ぼしていると思われる。 
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Fig 1. Device structure. 

Fig 2. Correlations between qB and a ratio of the area etched by different electrolytes of (a) KOH(0.01 M) 

+ K2S2O8(0.05M) = 1:1, (b) H3PO4(0.1 M) + K2S2O8(0.05 M) = 1:1, and (c) K2S2O8(0.025 M) 
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